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Ⅹ線光電子回折法 (ⅩPED)による

Au/GaAs(001)界面のキャラクタリゼーション
Characte_rizationofAu/GaAs (001)InterfacebyX-RayPhotoelectronDiffraction(XPED)
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1.緒 言

X線光電子分光法 (ⅩPS)は非破壊的な表面分析手法

として,厚さ30Å程度までの固体表面層の元素組成･化

学状態分析に広く応用されている.

近年,スペクトル強度の放出角度依存性が注目されて

以来,(1)異なる角度で放出される光電子を測定するこ

とにより,表面深さ方向分解能を高めた情報を得ること

のできる角度分解型X線光電子分光法 (ARXPS:

Angle-ResolvedX-RayPhotoelectronSpectroscopy)

としての発展が始まった.さらに,(2)単結晶試料を用

いた場合は,光電子の回折現象に注目することにより表

層構造規則性および化合物結晶中の構成成分元素の原子

位置,結晶中の特定の異種原子の位置などに関する知見

が得られることが見出され,1)～5)新たにX線光電子回折

法 (XPED:Ⅹ-RayPhotoelectronDiffraction)として

の展開がなされてきている.

本研究ではこの (ⅩPED)法をGaAs(001)単結晶の

上に薄い金 (6-7Å)を蒸着した金属一半導体界面のキャ

ラクタリゼーションに応用した.すでに極角ⅩPEDパタ

ーンによる類似した系の解析は報告されたが,6)今回は

方位角XPEDパターンも併用し,1-2原子層の薄い表

面層の解析にこの方位角XPEDが有効であることを示

した.

2. 装 置 と 実 験

実験に用いた装置はミニコン制御による位置敏感検出

器を備えた高感度ⅩPS装置7)の電子エネルギー分析器

入口にアパーチャーを取り付け,光電子検出立体角を規

制して角度分解能を高めたものである.試料マニピュレ

ーターにより2軸 (極角･方位角)回転および3軸 (X,

Y,Z)移動が行える.試料処理としては,スパッタエッ

チング,加熱,金属薄膜蒸着などが可能である.また,
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測定中の真空度は5×10~9Torr以下であった.角度制御

は極角スキャンに対応する面外回転で0.10以内,方位角

スキャンに対応する面内回転でlo以内の精度を持って

いる.

Fig.1は装置の構成図を,またFig.2は極角(e),方位

負(¢)回転角度の定義をそれぞれ示したものである.用

いたGaAs(001)単結晶は,表面を鏡面研磨 した12

mmx8mmXO.3mmのウエハである.エタノールとア

セトン中でそれぞれ5分間超音波洗浄処理をした後装置

に導入し,超高真空中でAr+イオンスパッタとアニール
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